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ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

êîòîðûå áûëè îïðåäåëåíû èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíî äî-
ñòèæèìûõ çíà÷åíèé ïîäâèæíîñòè ýëåêòðîíîâ â ñëî-
ÿõ InP (ðèñ. 1, á, êðèâàÿ 2). Òàêèì îáðàçîì, äàííûå,
ïðèâåäåííûå íà ðèñ. 3, èëëþñòðèðóþò âîçìîæíîñòü
âîñïðîèçâîäèìîãî ïîëó÷åíèÿ ñëîåâ InP ñ âûñîêîé
ïîäâèæíîñòüþ ýëåêòðîíîâ ïðè òåìïåðàòóðå 77 Ê ïðè
èõ êîíöåíòðàöèè 1·1015 ñì�3 è íèæå, ÷òî âïîëíå ïðè-
ãîäíî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòðóêòóð äëÿ äèîäîâ Ãàííà,
à òàêæå äðóãèõ ñòðóêòóð ñ íèçêîé êîíöåíòðàöèåé íî-
ñèòåëåé â àêòèâíûõ ñëîÿõ. Î÷åíü âàæíî ñ òî÷êè çðå-
íèÿ âîñïðîèçâîäèìîñòè ïðîöåññà òî, ÷òî òðåáóåìûå
çíà÷åíèÿ ïîäâèæíîñòè ýëåêòðîíîâ äîñòèãàþòñÿ â øè-
ðîêîì äèàïàçîíå çíà÷åíèé êîíöåíòðàöèè îëîâà.

Âûâîäû
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî êîìï-

ëåêñíîå ëåãèðîâàíèå ðàñïëàâîâ èíäèÿ îïòèìàëüíû-
ìè êîëè÷åñòâàìè ðåäêîçåìåëüíûõ è èçîâàëåíòíûõ
ýëåìåíòîâ ñïîñîáñòâóåò çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè î÷èñòêè îò ôîíîâûõ ïðèìåñåé ýïè-
òàêñèàëüíûõ ñëîåâ InP, ïîëó÷åííûõ æèäêîôàçíîé
ýïèòàêñèåé, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó èõ ñòðóêòóðíîãî
ñîâåðøåíñòâà. Ïðè ýòîì êîíöåíòðàöèÿ ýëåêòðîíîâ â
ýïèòàêñèàëüíûõ ñëîÿõ InP óìåíüøàåòñÿ, à èõ ïîäâèæ-
íîñòü âîçðàñòàåò è äîñòèãàåò çíà÷åíèé 4900 ñì2/(Â·ñ)
ïðè 300 Ê è 60000 ñì2/(Â·ñ) ïðè 77 Ê. Ñîâìåñòíîå

ëåãèðîâàíèå ðàñïëàâîâ èíäèÿ îëîâîì è îïòèìàëü-
íûì êîëè÷åñòâîì èòòåðáèÿ è àëþìèíèÿ ïîâûøàþò
âîñïðîèçâîäèìîñòü ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
ñëîåâ InP.
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